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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レーザー装置のステージ上に、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナ
トリウムＮａのうちの少なくとも一つを有するガラスである透明基板を配置する段階と；
　第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域を前記透明基板内に形成するために、
前記透明基板の前記光遮断領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射して前
記光遮断領域を黒色に変色させる段階と；
　前記第１ないし第３光透過領域各々に位置する赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ
を含むカラーフィルタ層を形成する段階とを含み、
　前記赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応するこ
とを特徴とする液晶表示装置用基板の製造方法。
【請求項２】
　前記レーザービームを照射する段階は、前記基板を基準に７０００ｍｍ/ｓｅｃないし
１００００ｍｍ/ｓｅｃの速度でレーザービームを移動する段階を含むことを特徴とする
請求項１に記載の液晶表示装置用基板の製造方法。
【請求項３】
　前記所定のパワーは、１００ワットないし２００ワットであることを特徴とする請求項
１に記載の液晶表示装置用基板の製造方法。
【請求項４】
　前記光遮断領域は、前記透明基板の厚さの５分の１(１/５)ないし３分の１(１/３)の厚
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さであることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用基板の製造方法。
【請求項５】
　前記レーザー装置は、１０６４ナノメートル(ｎｍ)の波長を有するレーザービームを生
成するネオジムヤグ(Neodymium - yttrium aluminum garnet；Ｎｄ-ＹＡＧ)レーザー装置
であることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用基板の製造方法。
【請求項６】
　レーザー装置のステージ上に、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナ
トリウムＮａのうちの少なくとも一つを有するガラスである透明基板を配置する段階と；
　第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域を前記透明基板内に形成するために、
前記透明基板の前記光遮断領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射して前
記光遮断領域を黒色に変色させる段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置用基板の製
造方法。
【請求項７】
　基板上に、カーボネートポリマー又はポリエステルレジンを含むレジン層を形成する段
階と；
　レーザー装置のステージ上に基板を配置する段階と；
　第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域を前記レジン層に形成するために、前
記透明基板の前記光遮断領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射して前記
光遮断領域を黒色に変色させる段階と；
　前記第１ないし第３光透過領域にあるレジン層部分を除去する段階と；　
　前記第１ないし第３光透過領域各々に位置する赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ
を含むカラーフィルタ層を形成する段階とを含み、
　前記赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応し、
　前記レーザー装置は、１０６４ナノメートル(ｎｍ)の波長を有するレーザービームを生
成するネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置であり、
　前記レーザービームを照射する段階は、前記基板を基準に１００００ｍｍ/ｓｅｃない
し１２０００ｍｍ/ｓｅｃの速度でレーザービームを移動するものであり、
　前記所定のパワーは、５ワットないし２０ワットであることを特徴とする液晶表示装置
用基板の製造方法。
【請求項８】
　基板上に、カーボネートポリマー又はポリエステルレジンを含むレジン層を形成する段
階と；
　レーザー装置のステージ上に基板を配置する段階と；
　第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域を前記レジン層に形成するために、前
記透明基板の前記光遮断領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射して前記
光遮断領域を黒色に変色させる段階と；
　前記第１ないし第３光透過領域にあるレジン層部分を除去する段階とを含み、
　前記レーザー装置は、１０６４ナノメートル(ｎｍ)の波長を有するレーザービームを生
成するネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置であり、
　前記レーザービームを照射する段階は、前記基板を基準に１００００ｍｍ/ｓｅｃない
し１２０００ｍｍ/ｓｅｃの速度でレーザービームを移動するものであり、
　前記所定のパワーは、５ワットないし２０ワットであることを特徴とする液晶表示装置
用基板の製造方法。
【請求項９】
　セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａのうちの少なくと
も一つを有するガラスである透明基板と；
　前記透明基板内で、第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域であって、前記透
明基板内の一部領域がレーザー照射によって黒色に変色された光遮断領域と；
　前記第１ないし第３光透過領域に各々位置して、相互に同一な厚さの赤色、緑色、青色
のサブカラーフィルタを含むカラーフィルタ層とを含むことを特徴とする液晶表示装置用
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基板。
【請求項１０】
　前記カラーフィルタ層上に位置する共通電極をさらに含むことを特徴とする請求項９に
記載の液晶表示装置用基板。
【請求項１１】
　前記光遮断領域は、前記透明基板の厚さの５分の１(１/５)ないし３分の１(１/３)の厚
さであることを特徴とする請求項９に記載の液晶表示装置用基板。
【請求項１２】
　セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａのうちの少なくと
も一つを有するガラスである透明基板と；
　前記透明基板内で、第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域であって、前記透
明基板内の一部領域がレーザー照射によって黒色に変色された光遮断領域とを含むことを
特徴とする液晶表示装置用基板。
【請求項１３】
　第１基板と、
　前記第１基板と対応して、光遮断領域と前記光遮断領域によって取り囲まれる第１ない
し第３光透過領域を内包する第２基板であって、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビ
ジウムＲｂ、ナトリウムＮａのうちの少なくとも一つを有するガラスであり、前記光遮断
領域のみがレーザ照射されて黒色に変色された第２基板と；
　前記第１ないし第３光透過領域に各々対応するように前記第１基板及び第２基板のいず
れかの基板の内部面に赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタを含み、前記赤色、緑色、
青色のサブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応するカラーフィルタ層と；
　前記第１基板及び第２基板間に位置する液晶層とを含むことを特徴とする液晶表示装置
。
【請求項１４】
　前記第２基板上に位置する共通電極と；
　前記第１基板の内部面上に位置する薄膜トランジスタと；
　前記薄膜トランジスタに連結されて、前記赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ各々
に対応する画素電極と；
　前記共通電極と画素電極間に位置して、前記光遮断領域に対応するパターン化されたス
ペーサーをさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記カラーフィルタ層は、前記第２基板と共通電極間に位置することを特徴とする請求
項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
　前記カラーフィルタ層は、前記薄膜トランジスタと画素電極間に位置することを特徴と
する請求項１４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、フォトエッチング工程によってブラックマトリ
ックスなしで光漏れが防げる光遮断領域または光遮断層を含む液晶表示装置用基板及びそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近の液晶表示装置は、消費電力が低く、携帯に便利であって、付加価値の高い次世代
先端ディスプレイ装置として脚光を浴びている。
　このような液晶表示装置のうちでも、各画素別に電圧のオン、オフが調節できるスイッ
チング素子である薄膜トランジスタを備えたアクティブマトリックス型の液晶表示装置が
解像度及び動映像の具現能力が優れているため、最も注目を浴びている。
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【０００３】
　図１は、従来による液晶表示装置の分解斜視図である。
　図１に示したように、液晶層３０を間にアレイ基板１０とカラーフィルタ基板２０が対
面合着された構成であるが、このうち、下部のアレイ基板１０は、透明な基板１２の上面
に縦横に交差配列され多数の画素領域Ｐを定義する複数のゲート配線１４とデータ配線１
６を含み、両配線１４、１６の交差地点には、薄膜トランジスタＴを備えて各画素領域Ｐ
に形成された画素電極１８と一対一対応して接続されている。また、アレイ基板と向かい
合う上部のカラーフィルタ基板２０は、透明基板２２の背面にゲート配線１４とデータ配
線１６、薄膜トランジスタＴ等の非表示領域を遮るように、各画素領域Ｐを取り囲む格子
状のブラックマトリックス２５が形成されており、この格子の内部で各画素領域Ｐに対応
するように順に反復して配列された赤色Ｒ、緑色Ｇ、青色Ｂのカラーフィルタ層２６が形
成されていて、ブラックマトリックス２５と赤色、緑色、青色のカラーフィルタ層２６全
面に、透明な共通電極２８を備える。
【０００４】
　そして、図面には示してないが、両基板１０、２０は、その間に介された液晶層３０の
漏洩を防ぐために、端側に沿ってシーリング剤等で封函された状態で各基板１０、２０と
液晶層３０の境界部分には、液晶の分子配列方向に上部及び下部配方膜(図示せず)が介さ
れて、各基板１０、２０の少なくとも一つの外側面には、偏光板(図示せず)を備える。ま
た、アレイ基板の外側面には、バックライトを備えて光を供給するために、ゲート配線１
４に薄膜トランジスタＴのオン(on)/オフ(off)信号が順にスキャン印加され、選択された
画素領域Ｐの画素電極１８にデータ配線１６の画像信号が伝達されると、これらの間の垂
直電界によってその間の液晶分子が駆動されて、これによる光の透過率の変化によって多
様な画像を表示することができる。
【０００５】
　前述した構造の一般的な液晶表示装置は、薄膜トランジスタ及び画素電極を形成するア
レイ基板の製造工程とカラーフィルタ及び共通電極を形成するカラーフィルタ基板の製造
工程によって、各々アレイ基板及びカラーフィルタ基板を形成し、両基板間に液晶を介し
て合着するセル工程を行って完成されており、このような製造工程後、カラーフィルタ基
板の製造工程をさらに図面を参照して説明する。
【０００６】
　図２Ａないし図２Ｇは、従来の液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造工程を示した
断面図である。
【０００７】
　図２Ａに示したように、透明な基板６０上にクロムＣｒ等を含む金属物質を全面に蒸着
してブラックマトリックス物質層６２を形成した後、その上にフォトレジストを塗布して
フォトレジスト層６４を形成する。
【０００８】
　以後、フォトレジスト層６４の上部に光の透過領域ＴＡと遮断領域ＢＡを有する露光マ
スク６６を位置させて、露光マスク６６を通じてフォトレジスト層６４に露光を行う。
【０００９】
　図２Ｂに示したように、露光されたフォトレジスト層(図２Ａの６４)を現像することに
よってブラックマトリックス物質層６２上にブラックマトリックスが形成される部分に対
応してフォトレジストパターン６８を形成する。
【００１０】
　図２Ｃに示したように、フォトレジストパターン６８の外部に露出されたブラックマト
リックス層(図２Ｂの６２)をエッチングして除去することによって第１ないし第３開口部
７０ａ、７０ｂ、７０ｃを有するブラックマトリックス７２を形成する。図面には示して
ないが、平面的に、ブラックマトリックス７２は、格子状である。
【００１１】
　図２Ｄに示したように、ブラックマトリックス７２の上部に残っているフォトレジスト
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パターン(図２Ｃの６８)をストリップして除去し、第１ないし第３開口部７０ａ、７０ｂ
、７０ｃを有するブラックマトリックス７２上に赤色、緑色、青色のいずれかの色のレジ
スト、例えば、赤色のレジストを全面に塗布して赤色のレジスト層を形成する。
【００１２】
　以後、光の透過領域と光の遮断領域を有する露光マスク(図示せず)を赤色のレジスト層
(図示せず)上に位置させて、これを通じて赤色のレジスト層(図示せず)に露光を行った後
、露光された赤色のレジスト層(図示せず)を現像すると、光(ＵＶ光)が照射された領域に
対応する部分の赤色のレジスト層は、現像後、基板６０上に残り、光(ＵＶ光)が露光マス
ク(図示せず)の遮断領域によって遮断され、照射されない部分の赤色のレジスト層(図示
せず)は除去されることにより、第１開口部７０ａに対応して赤色のサブカラーフィルタ
７４ａが形成される。この時、赤色のサブカラーフィルタ７４ａは、枠部がブラックマト
リックス７２と重なるように位置する。
【００１３】
　図２Ｅに示したように、赤色のサブカラーフィルタ７４ａを形成した方法のように、す
なわち、緑色のレジスト及び青色のレジストを各々塗布してマスク工程を行ってパターニ
ングし、第２開口部７０ｂ、第３開口部７０ｃに各々緑色及び青色サブカラーフィルタ７
４ｂ、７４ｃを順に形成する。
【００１４】
　図２Ｆに示したように、赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ７４ａ、７４ｂ、７４
ｃ上に、樹脂物質を蒸着することによってオーバーコート層７６を形成する。これは、ブ
ラックマトリックス７２と重なって形成された部分のサブカラーフィルタ７４ａ、７４ｂ
、７４ｃが開口部７０ａ、７０ｂ、７０ｃに形成された部分と段差を形成するので、これ
を克服して平坦化された表面を有することによって、最終的に、その表面に段差が発生さ
れない平坦化された共通電極を形成させるためである。
【００１５】
　図２Ｇに示したように、平坦な表面のオーバーコート層７６上に、透明導電性物質であ
るインジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯを
蒸着し、全面に共通電極７８を形成することによって液晶表示装置用カラーフィルタ基板
を完成する。
しかし、前述したように、従来のブラックマトリックスは、一般的にフォトエッチング工
程によって形成され、工程時間及び費用を多く必要とした。さらに、カラーフィルタとブ
ラックマトリックスを同一基板に形成する場合、少なくとも４回のフォトエッチング工程
を必要として、このためには、四つの露光マスクが使用される。従って、このようなフォ
トエッチング工程に利用される露光マスクは、その価格が高価であるために、カラーフィ
ルタ基板の製造に多くの露光マスクを使用すると、製造費用が上昇して、製造工程も増加
されるので、結果的に、生産性を低下させる。
【００１６】
　また、ブラックマトリックスが有する段差によってサブカラーフィルタ７４ａ、７４ｂ
、７４ｃ及び共通電極７８の段差を無くすために、サブカラーフィルタ７４ａ、７４ｂ、
７４ｃと共通電極７８間に平坦な表面のオーバーコート層７６をさらに形成するので、工
程追加及び材料費を上昇させて、一層、生産性を低下させる問題が発生する。
　さらに、ブラックマトリックス７２を形成する段階で完全に除去され基板６０を露出さ
せる部分で完全に除去されずに残ることによって黒点不良を引き起こし、収率を低下させ
る問題が発生する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　前述したような問題を解決するために、本発明は、単純化された工程によって製造され
た光遮断手段を利用して光漏洩を防ぐ液晶表示装置用基板及びその製造方法を提供するこ
とを第１目的とする。
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【００１８】
　また、本発明は、マスク数を減らせる液晶表示装置用基板及びその製造方法を提供する
ことを第２目的とする。
【００１９】
　さらに、本発明は、黒点不良を防ぐことによって工程収率を向上させる液晶表示装置用
基板及びその製造方法を提供することを第３目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前述したような目的を達成するために、本発明の第１特徴は、レーザー装置のステージ
上に、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａのうちの少な
くとも一つを有するガラスである透明基板を配置する段階と；第１ないし第３光透過領域
を取り囲む光遮断領域を前記透明基板内に形成するために、前記透明基板の前記光遮断領
域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射して前記光遮断領域を黒色に変色さ
せる段階と；前記第１ないし第３光透過領域各々に位置する赤色、緑色、青色のサブカラ
ーフィルタを含むカラーフィルタ層を形成する段階とを含み、前記赤色、緑色、青色のサ
ブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応する液晶表示装置用基板の製造方法
を提供する。
【００２１】
　前記レーザービームを照射する段階は、前記基板を基準に７０００ｍｍ/ｓｅｃないし
１００００ｍｍ/ｓｅｃの速度でレーザービームを移動する段階を含み、前記所定のパワ
ーは、１００ワット(Watt)ないし２００ワットであって、前記光遮断領域は、前記透明基
板の厚さの５分の１(１/５)ないし３分の１(１/３)の厚さである。
【００２２】
　前記レーザー装置は、１０６４ナノメートル(ｎｍ)の波長を有するレーザービームを生
成するネオジムヤグ(Neodymium - yttrium aluminum garnet；Ｎｄ-ＹＡＧ)レーザー装置
である。
【００２３】
　また、レーザー装置のステージ上に、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲ
ｂ、ナトリウムＮａのうちの少なくとも一つを有するガラスである透明基板を配置する段
階と；第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域を前記透明基板内に形成するため
に、前記透明基板の前記光遮断領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射し
て前記光遮断領域を黒色に変色させる段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置用基板
の製造方法を提供することもできる。
【００２４】
　本発明の第２特徴は、基板上に、カーボネートポリマー(carbonate polymer)又はポリ
エステルレジンを含むレジン層を形成する段階と；レーザー装置のステージ上に基板を配
置する段階と；第１ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域を前記レジン層に形成す
るために、前記透明基板の前記光遮断領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを
照射して前記光遮断領域を黒色に変色させる段階と；前記第１ないし第３光透過領域にあ
るレジン層部分を除去する段階と；前記第１ないし第３光透過領域各々に位置する赤色、
緑色、青色のサブカラーフィルタを含むカラーフィルタ層を形成する段階とを含み、前記
赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応し、前記レー
ザー装置は、１０６４ナノメートル(ｎｍ)の波長を有するレーザービームを生成するネオ
ジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置であって、前記レーザービームを照射する段階は、前
記基板を基準に１００００ｍｍ/ｓｅｃないし１２０００ｍｍ/ｓｅｃの速度でレーザービ
ームを移動する段階を含み、前記所定のパワーは、３０ワットないし１００ワットである
液晶表示装置用基板の製造方法を提供する。
【００２５】
　また、基板上に、カーボネートポリマー又はポリエステルレジンを含むレジン層を形成
する段階と；レーザー装置のステージ上に基板を配置する段階と；第１ないし第３光透過
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領域を取り囲む光遮断領域を前記レジン層に形成するために、前記透明基板の前記光遮断
領域のみに所定のパワーを有するレーザービームを照射して前記光遮断領域を黒色に変色
させる段階と；前記第１ないし第３光透過領域にあるレジン層部分を除去する段階とを含
み、前記レーザー装置は、１０６４ナノメートル(ｎｍ)の波長を有するレーザービームを
生成するネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置であり、前記レーザービームを照射する
段階は、前記基板を基準に１００００ｍｍ/ｓｅｃないし１２０００ｍｍ/ｓｅｃの速度で
レーザービームを移動するものであり、前記所定のパワーは、５ワットないし２０ワット
であることを特徴とする液晶表示装置用基板の製造方法を提供することもできる。
【００２６】
　本発明の第３特徴は、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウム
Ｎａのうちの少なくとも一つを有するガラスである透明基板と；前記透明基板内で、第１
ないし第３光透過領域を取り囲む光遮断領域であって、前記透明基板内の一部領域がレー
ザー照射によって黒色に変色された光遮断領域と；前記第１ないし第３光透過領域に各々
位置して、相互に同一な厚さの赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタを含むカラーフィ
ルタ層とを含む液晶表示装置用基板を提供する。
【００２７】
　前記カラーフィルタ層上に位置する共通電極をさらに含み、前記光遮断領域は、前記透
明基板の厚さの５分の１(１/５)ないし３分の１(１/３)の厚さである。
【００２８】
　また、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａのうちの少
なくとも一つを有するガラスである透明基板と；前記透明基板内で、第１ないし第３光透
過領域を取り囲む光遮断領域であって、前記透明基板内の一部領域がレーザー照射によっ
て黒色に変色された光遮断領域とを含む液晶表示装置用基板を提供することもできる。
【００２９】
　本発明の第４の特徴は、第１基板と、前記第１基板と対応して、光遮断領域と前記光遮
断領域によって取り囲まれる第１ないし第３光透過領域を内包する第２基板であって、セ
シウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａのうちの少なくとも一
つを有するガラスであり、前記光遮断領域のみがレーザ照射されて黒色に変色された第２
基板と；前記第１ないし第３光透過領域に各々対応するように前記第１基板及び第２基板
のいずれかの基板の内部面に赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタを含み、前記赤色、
緑色、青色のサブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応するカラーフィルタ
層と；前記第１基板及び第２基板間に位置する液晶層とを含む液晶表示装置を提供する。
【００３０】
　前記第２基板上に位置する共通電極と；前記第１基板の内部面上に位置する薄膜トラン
ジスタと；前記薄膜トランジスタに連結されて、前記赤色、緑色、青色のサブカラーフィ
ルタ各々に対応する画素電極と；前記共通電極と画素電極間に位置して、前記光遮断領域
に対応するパターン化されたスペーサーをさらに含む。
【００３１】
　前記カラーフィルタ層は、前記第２基板と共通電極間に位置して、前記カラーフィルタ
層は、前記薄膜トランジスタと画素電極間に位置する。
【００３２】
　参照例として、第１基板及び前記第１基板と対応するように位置する第２基板と、前記
第２基板上の内部面に、第１ないし第３光透過領域を取り囲み、カーボネートポリマー、
ポリエステルレジン、又は黒色着色剤配合物を含むレジン物質で構成された光遮断層と；
前記第１ないし第３光透過領域に各々対応するように前記第１基板及び第２基板のいずれ
かの基板の内部面に赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタを含み、前記赤色、緑色、青
色のサブカラーフィルタの境界部は、前記光遮断領域に対応するカラーフィルタ層と；前
記第１基板及び第２基板間に位置する液晶層とを含む液晶表示装置を提供する。
【００３３】
　前記第２基板上に位置する共通電極と；前記第１基板の内部面上に位置する薄膜トラン



(8) JP 4927640 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

ジスタと；前記薄膜トランジスタに連結されて、前記赤色、緑色、青色のサブカラーフィ
ルタ各々に対応する画素電極と；前記共通電極と画素電極間に位置して、前記光遮断層に
対応するパターン化されたスペーサーをさらに含む。
【００３４】
　前記カラーフィルタ層は、前記第２基板と共通電極間に位置して、前記カラーフィルタ
層は、前記薄膜トランジスタと前記画素電極間に位置する。
【００３５】
　以下、本発明による望ましい実施例を、図面を参照して説明する。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明による液晶表示装置用基板及びその製造方法は、既存のフォトエッチング工程を
利用して形成するブラックマトリックスを利用せず、レーザービームでガラス基板の一部
領域を黒色に変色させ光遮断領域として使用したり、黒色着色剤を含む樹脂物質層を塗布
した後、一部領域のみをレーザービームで照射して黒色に変色させて、その外の領域は、
除去して光遮断層として利用したりして、既存のフォトエッチング工程を利用したブラッ
クマトリックスより工程時間及び費用を効果的に減少させる。
【００３７】
　また、カラーフィルタ基板に適用された時、カラーフィルタに対するフォトエッチング
工程のみを実施するので、フォトエッチング工程 全体の数を減少させる。
【００３８】
　さらに、本発明によるブラックマトリックスに利用される光遮断領域または光遮断層は
、段差を発生させなかったり、段差が殆どなかったりするので、別途のオーバーコート層
が省略できて、これに係わる工程時間及び費用を節減する。
【００３９】
本発明によるブラックマトリックスに利用される光遮断領域または光
遮断層は、所望の領域のみを選択的に黒色に変色させるために、それ以外の領域は、光透
過領域として使用しても良く、従来のように、除去されずに残って黒点不良を発生させな
いので、収率が低下される問題を解決する。
【００４０】
［第１実施例］
　本発明による液晶表示装置用基板は、ネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置を利用し
て、基板自体または基板上に樹脂物質層を塗布した後、樹脂物質層に対して特定波長のレ
ーザービームを照射し、照射された部分を変色させることによって、これをブラックマト
リックスで代替することを特徴として、このような特性がある基板の製造に利用されるネ
オジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置を説明する。 
【００４１】
　本発明に利用されるレーザー装置は、１０６４ｎｍ波長のレーザービームを発生させる
ネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置である。このようなネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレー
ザーは、ビームがＮｄ３+イオンによって生成される固体状態のレーザーソースのレーザ
ーであり、高い増幅性を有して、機械的な性質と温度属性に優れている特徴がある。
【００４２】
　本発明に利用されるネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置は、１００Ｗないし２００
Ｗのパワーを有して、７０００ｍｍ/ｓｅｃないし１２０００ｍｍ/ｓｅｃの速度でレーザ
ービームを照射することを特徴とする。この時、速度は、レーザービームを照射するレー
ザーヘッドまたは基板が置かれるステージの移動速度であって、ＣＷ(continuous wave)
方式のレーザーの場合、レーザーヘッドまたはステージ速度によってレーザービームが照
射される時間が変わり、最終的には、エネルギーの密度が決まる。
【００４３】
　本発明による液晶表示装置用基板は、このような特性のネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレー
ザービームをパワーまたは照射距離及びレーザーヘッド(またはステージ)の移動速度を適
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切に調節して透明なガラス基板または樹脂物質層に照射時、ガラス基板または樹脂物質層
のレーザービームが照射された部分が黒色に変色され、まるでブラックマトリックスを形
成したような効果を有する。
【００４４】
　以後、前述したネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置を利用した液晶表示装置用カラ
ーフィルタ基板の製造方法を説明する。
【００４５】
　図３Ａないし図３Ｄは、本発明の一実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板の
製造工程を示した断面図である。
【００４６】
　図３Ａに示したように、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウ
ムＮａのいずれかの成分を含み、透明なガラス基板１０１上に１００Ｗないし２００Ｗ程
度のパワーで、１０６４ｎｍの波長を有するネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置のヘ
ッド１９１を基板１０１に対して１０ｍｍないし２０ｍｍ程度離れて位置させ、７０００
ｍｍ/ｓｅｃないし１００００ｍｍ/ｓｅｃ速度で動くようにして、基板１０１の表面にレ
ーザービームを照射する。
【００４７】
　ここで、レーザービームの照射工程は、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウム
Ｒｂ、ナトリウムＮａのいずれかの成分を含むガラス材質である基板１０１には、相対的
に大きい１００Ｗないし２００Ｗのパワーを有するレーザービームが照射されるために、
レーザービームが照射される部分で熱が発生するので、基板１０１が置かれるレーザー装
置(図示せず)のステージ(図示せず)は、冷却システムを備えることでガラス材質の基板１
０１が熱によって変形されないように、基板１０１を適切に冷却させてレーザービーム１
９３の照射を行うことが望ましい。
【００４８】
　この時、ブラックマトリックスは、アレイ基板上のゲート配線とデータ配線に対応する
ように形成されて、これと同一な形態に変色される部分を形成するために、従来のブラッ
クマトリックスが形成される部分に対応してレーザーヘッド１９１を一方向に往復運動を
して、レーザービーム１９３をオン(on)/オフ(off)することによって基板１０１に対して
黒色に変色された領域(これを光遮断領域ＬＳと称する。)が形成される。この場合、レー
ザービーム１９３の線幅ｗ１は、５μｍ以上の数ｍｍ単位まで選択的に変更されるために
、適切に５μｍないし２０μｍに調節した後、レーザービーム１９３の照射を行うことに
よって基板１０１の表面を含み、その内部に５μｍないし２０μｍ程度の幅の黒く変色さ
れた光遮断領域ＬＳを形成する。これは、ガラス基板内に含まれたセシウムＣｓ、アルミ
ニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａのいずれかの成分が特定波長１０６４ｎｍ
及びパワー(エネルギー密度)のレーザービームの照射によるフォトン(photon)エネルギー
吸収によって、透明な状態で黒く変色される特性を利用したものである。この時、ガラス
基板は、それ自体にセシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａ
成分以外に、酸素元素の非結合状態のカップルが多く存在するために、レーザービームの
照射によってエネルギーを吸収して電子-正孔カップルを構成し、このような構造的特徴
によって持続的なエネルギーを吸収する状態になり、セシウムＣｓ、アルミニウムＡｌ、
ルビジウムＲｂ、ナトリウムＮａ成分が充分に黒く変色される状態を速い時間内で行う。
【００４９】
　この場合、レーザービーム１９３の解像度及び工程誤差と基板１０１内での熱拡散に基
づいて、実質的な基板１０１内のレーザービーム１９３照射によって形成された光遮断領
域ＬＳの幅ｗ２は、レーザービーム１９３の線幅ｗ１に比べて、１μｍないし２μｍ程度
広く形成される。
【００５０】
　この時、基板１０１において、レーザービーム１９３が照射されなかった部分、すなわ
ち、レーザービーム１９３が照射され黒く変わった光遮断領域ＬＳによって取り囲まれた
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部分は、説明の便宜上、各々第１ないし第３光透過領域(ＬＴ１、ＬＴ２、ＬＴ３)で定義
する。
【００５１】
　ここで、第１光透過領域ＬＴ１は、追後、赤色のカラーフィルタパターンが形成される
領域になって、第２光透過領域ＬＴ２は、緑色のカラーフィルタパターン、第３光透過領
域ＬＴ３は、青色のカラーフィルタパターンが形成される領域になる。図面には示してな
いが、平面的に、光遮断領域ＬＳは、格子状である。
【００５２】
　本発明において、光遮断領域ＬＳは、基板１０１の厚さｔ１全体に対して黒色に変色さ
せるのではなく、望ましくは、基板１０１の対面を基準に基板１０１の厚さｔ１の１/５
ないし１/３程度のみ変色される。このように黒く変色される部分、すなわち、光遮断領
域ＬＳの厚さｔ２は、レーザービーム１９３の強度、より正確には、レーザー装置(図示
せず)のパワー(１００Ｗないし２００Ｗ)を適切に調節することによって調整される。
【００５３】
　一方、前述したようなレーザー装置(図示せず)を利用したレーザービームの照射工程に
おいて、条件、特に、レーザーヘッド１９１の移動速度を１００００ｍｍ/ｓｅｃ、レー
ザービームの線幅ｗ１を１０μｍに調節した場合、一つのレーザーヘッド１９１で１ｍ 
× １ｍの基板１０１に対して横方向及び縦方向に各々１００μｍ及び２００μｍ間隔に
レーザービーム１９３照射を行うと仮定すると、大体２３分ないし２５分程度の時間を必
要として、これを基板１０１上の区域を分けて四つのレーザーヘッドまたは六つのレーザ
ーヘッドで行うと、４分ないし６分程度の処理時間を有する。これは、従来のクロム等の
金属物質を蒸着(数Åないし数十Å/ｓｅｃ)と、露光、現像、エッチング及びストリップ
を行ってブラックマトリックスを形成する工程時間(単位工程以外に、単位工程装備間の
移動時間等を含んで最低１０分以上必要とする。)に比べて、１/２以下に減少される。従
って、工程時間を短縮して、さらには、現像液、エッチング液、フォトレジスト等を使用
しないことによって材料費を節減させる効果がある。
【００５４】
　この場合、平坦な表面の基板１０１自体が変色され光遮断領域ＬＳと第１ないし第３光
透過領域(ＬＴ１、ＬＴ２、ＬＴ３)が定義されて、光遮断領域ＬＳは、基板１０１の表面
から内部に形成されるために、段差が発生されないので、追後の工程によって、その上部
に形成される物質層による段差発生の問題は、発生しないことが本発明の最大の特徴であ
る。
【００５５】
　図３Ｂに示したように、段差なしにレーザービーム(図３Ａの１９３)を照射することに
よって黒く変色され、形成された光遮断領域ＬＳを含む基板１０１上に、赤色のレジスト
を塗布して赤色のレジスト層(図示せず)を形成し、これを透過領域と遮断領域を有する露
光マスク(図示せず)を利用して露光し、露光された赤色のレジスト層を現像することによ
って多数の第１領域１１０ａに赤色のサブカラーフィルタ１１５ａを形成する。　
【００５６】
　赤色のサブカラーフィルタ１１５ａは、第１領域１１０ａを取り囲み、基板１０１自体
に形成された光遮断領域ＬＳと重なるように形成するのが望ましく、この時、本発明の特
性上、光遮断領域ＬＳは、基板１０１自体の内部に形成されるために、段差を発生させな
いので、赤色のサブカラーフィルタ１１５ａは、光遮断領域ＬＳと重なった部分と第１領
域１１０ａに形成された部分が基板１０１面から同一な高さｈ２で形成される。
【００５７】
　第１光透過領域ＬＴ１及び光遮断領域ＬＳ全体にかけた赤色のサブカラーフィルタ１１
５ａの第３厚さＴＴ３は、実質的に均一であるが、それは、光遮断領域ＬＳ及び第１ない
し第３光透過領域(ＬＴ１、ＬＴ２、ＬＴ３)は、相互に平坦な表面を有するからである。
【００５８】
　図３Ｃに示したように、赤色のサブカラーフィルタ１１５ａ上に、全面に緑色のレジス
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トを塗布して、これを赤色のサブカラーフィルタ１１５ａを形成した同一な工程を行って
パターニングし、多数の第２光透過領域ＬＴ２に緑色のサブカラーフィルタ１１５ｂを形
成する。
【００５９】
　以後、青色のレジストを赤色、緑色のサブカラーフィルタ１１５ａ、１１５ｂ上に、全
面に塗布した後、赤色及び緑色のサブカラーフィルタ１１５ａ、１１５ｂを形成したよう
にパターニングして、多数の第３光透過領域ＬＴ３に青色のサブカラーフィルタ１１５ｃ
を形成する。
【００６０】
　一方、赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃは、光遮
断領域ＬＳの上部で相互に所定間隔離隔して形成されている。
【００６１】
　図３Ｄに示したように、赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ１１５ａ、１１５ｂ、
１１５ｃ上に透明導電性物質、例えば、インジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはイン
ジウムージンクーオキサイドＩＺＯを蒸着して全面に平坦な表面の共通電極１２０を形成
することによって本発明の第１実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板１０１を
完成する。
【００６２】
　他の方法として、パターン化されたスペーサー(図示せず)が、光遮断領域ＬＳの上部の
共通電極１２０上に形成されることもできる。例えば、パターン化されたスペーサーは、
光遮断領域ＬＳの上部で、ベンゾシクロブテンＢＣＢ、フォトアクリル、サイトップ(cyt
op)、パーフルオロシクロブテ(perfluorocyclobutene；ＰＦＣＢ)のいずれかをコーティ
ング及びパターニングして形成することもできる。
【００６３】
　一方、前述したような製造方法によって製造された第１実施例による液晶表示装置用カ
ラーフィルタ基板は、基板それ自体にレーザービームを照射し、照射された部分を変色さ
せて光遮断層を形成しているが、以後、本発明の第２実施例として、基板自体ではない樹
脂物質層に対してパワーが比較的弱いネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザービームを照射し
て段差を最小化した光遮断層を形成することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ
基板の製造方法を説明する。
【００６４】
［第２実施例］
　本発明の第２実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法は、パワーが
比較的弱いネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置でレーザービームを照射することによ
って、照射された部分で基板を変形させる程度の熱が発生しないので、基板を乗せるステ
ージに冷却装置を備えずにレーザービームの照射工程が行なわれる。
【００６５】
　図４Ａないし図４Ｄは、本発明の一実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板の
製造工程に沿って示した断面図である。
【００６６】
　図４Ａに示したように、ガラスのような透明な絶縁基板２０１上に樹脂層２０５を形成
する。樹脂層２０５は、カーボネートポリマー、ポリエステルレジン、又は黒色着色剤配
合物を含む樹脂物質で構成される。
　例えば、樹脂層２０５の厚さは、３０００Åないし１ミクロンである。
【００６７】
　以後、樹脂層２０５が形成された基板２０１をネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置(
図示せず)のステージ(図示せず)上に位置させて、樹脂層２０５上に２０ｍｍ程度の離隔
間隔ｈ３を有するようにレーザービーム２９３を照射するレーザーヘッド２９１を位置さ
せて、レーザーヘッド２９１を１００００ｍｍ/ｓｅｃないし１２０００ｍｍ/ｓｅｃの速
度で直線的に往復移動させながら樹脂層２０５にレーザービーム２９３を照射する。
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【００６８】
　この時、ネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置(図示せず)は、６０Ｈｚ程度の周波数
及び５Ｗないし２０Ｗ程度のパワーを有する１０６４ｎｍ波長のレーザービーム２９３を
発生させて、このような特性のネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレーザー装置(図示せず)で発生
したレーザービーム２９３は、その強度が第１実施例によるネオジムヤグＮｄ-ＹＡＧレ
ーザー装置で発生するレーザービームに比べて小さいので、照射される部分においての熱
の発生が少ない。
【００６９】
　レーザービーム２０９が照射され黒色に変色された樹脂層２０５を除いた残りの領域の
樹脂層２０５は、基板から除去する。例えば、レーザービーム２０９が照射された樹脂層
２０５を含む基板をイソプロピルアルコール (ＩＰＡ)溶液またはアルコールにディッピ
ング(dipping)することによって変色されなかった樹脂層２０５のみを選択的に除去こと
ができる。 
【００７０】
　除去段階を行って、黒色に変色された樹脂層２０５で構成された光遮断層２１０が完成
され、樹脂層２０５が除去された領域は、光遮断層２１０の第１ないし第３オープン部(
２１５ａ、２１５ｂ、２１５ｃ)を構成する。図面には示してないが、平面的に、光遮断
層２１０は、格子状である。
【００７１】
　光遮断層２１０を構成する厚さは、従来のクロム係のブラックマトリックスや樹脂係の
ブラックマトリックスよりさらに薄く形成されるために、除去段階を経ってオープン部と
光遮断層２１０間に段差が発生したとしても、従来に比べて、無視する程度の厚さに当た
る。
【００７２】
　既存のブラックマトリックスが有する段差による問題は、ブラックマトリックスと重な
るカラーフィルタが、基板からの高さがオープン部に形成されるカラーフィルターの基板
からの高さよりさらに高いため、徐々にローセルギャップ(low-cell gap)構造になるため
である。このような場合、ブラックマトリックスと重なるカラーフィルタの高さによって
対向基板とのショートを発生させる問題があったが、本発明によるブラックマトリックス
は、カラーフィルタの位置別の高さの差に殆ど寄与しないので、このような問題を解決す
ることができる。
【００７３】
　本発明に利用される樹脂層２０５は、それ自体に黒色着色剤物質を含むため、比較的弱
い強度(単位面積当たりエネルギー密度)のレーザービーム２９３を通じても、ガラスに比
べて、容易に変色され光遮断層２１０を形成して、この時、熱の発生量もレーザービーム
の強度に比例して少なくなる。
【００７４】
　図４Ｂに示したように、樹脂層２０５上に、赤色のレジストを塗布して赤色のレジスト
層(図示せず)を形成し、これを透過領域と遮断領域を有する露光マスク(図示せず)を利用
して露光し、露光された赤色のレジスト層(図示せず)を現像することによって第１オープ
ン部２１５ａ及びこれを取り囲む光遮断層２１０の一部と重なるように赤色のサブカラー
フィルタ２２０ａを形成する。
【００７５】
　図４Ｃに示したように、赤色のサブカラーフィルタ２２０ａ上に、全面に緑色のレジス
トを塗布して、これを赤色のサブカラーフィルタ２２０ａを形成したような、同一な工程
によってパターニングし、多数の第２オープン部２１５ｂ及びこれを取り囲む光遮断層２
１０の一部に対して緑色のサブカラーフィルタ２２０ｂを形成して、青色のレジストに対
しても同一な工程を行って多数の第３オープン部２１５ｃ及びこれを取り囲む光遮断層２
１０に対して青色のサブカラーフィルタ２２０ｃを形成する。
【００７６】
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　図４Ｄに示したように、赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ２２０ａ、２２０ｂ、
２２０ｃ上に透明導電性物質、例えば、インジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはイン
ジウムージンクーオキサイドＩＺＯを蒸着して全面に平坦な表面の共通電極２２５を形成
することによって、本発明の第２実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板２０１
を完成する。
【００７７】
　この段階で、共通電極２２５は、実質的に平坦であって、基板２０１と著しい段差を形
成しない。従って、カラーフィルタ層２２０と共通電極２２５間に別途のオーバーコート
層は、不必要になる。
【００７８】
　一方、第１及び第２実施例においては、共通電極までのみ形成したのを一例としている
が、最近は、液晶表示装置の液晶層の厚さを一定にするために構成するスペーサーをカラ
ーフィルタ基板上にパターニングして形成しており、これを本発明にも適用することがで
きる。
【００７９】
　従って、これを本発明の第１及び第２実施例に適用すると、共通電極上に無色で透明な
樹脂物質、例えば、ベンゾシクロブテンＢＣＢ、フォトアクリル、サイトップ、パーフル
オロシクロブテＰＦＣＢのいずれかを塗布して第２樹脂物質層を形成する。これをパター
ニングすることによって光遮断層に対応して相互に一定間隔離隔して、一定な高さの柱状
のパターン化スペーサーをさらに形成することができる。
【００８０】
　図５は、本発明の一実施例による液晶表示装置の概略的な断面図である。
　図５に示したように、アレイ基板３００とカラーフィルタ基板４００は、相互に対向し
て液晶層３５０がアレイ基板３００とカラーフィルタ基板４００間に配置されている。ア
レイ基板３００は、第１透明基板３０２と、第１透明基板３０２上に位置するゲート電極
、半導体層、ソース電極及びドレイン電極とを含む薄膜トランジスタＴと、薄膜トランジ
スタＴに連結される画素電極３１８を含む。具体的に、ゲート電極３０４は、第１透明基
板３０２上に位置し、ゲート絶縁膜３０６は、ゲート電極３０４上に位置して、半導体層
３０８は、ゲート電極３０４の上部のゲート絶縁膜３０６上に位置し、ソース電極３１０
及びソース電極３１０と離隔されるドレイン電極３１２は、半導体層３０８上に位置する
。さらに、データ配線は、ソース電極３１０に連結されて、実質的にソース電極３１０は
、データ配線３１４から延長される。
【００８１】
　保護層３１６は、ソース電極３１０及びドレイン電極３１２上に形成されて、ドレイン
電極３１２の一部を露出するドレインコンタクトホール３１８を有する。画素電極３２０
は、保護層３１６上に形成されて、ドレインコンタクトホール３１８を通じてドレイン電
極３１２に連結される。
【００８２】
　カラーフィルタ基板４００は、光遮断領域ＬＳを含む第２透明基板４０２と、第１ない
し第３光透過領域(ＬＴ１、図示せず、ＬＴ３)には、赤色、緑色、青色のサブカラーフィ
ルタ(４０６ａ、図示せず、４０６ｃ)を含むカラーフィルタ層４０６と、カラーフィルタ
層４０６上に位置する共通電極４０８を含む。実質的に画素電極３２０は、赤色、緑色、
青色のサブカラーフィルタ(４０６ａ、図示せず、４０６ｃ)各々に対応するように形成さ
れる。 
【００８３】
　さらに、パターン化されたスペーサー３６０は、アレイ基板３００とカラーフィルタ基
板４００間に位置して、光遮断領域ＬＳに対応する。図面には示してないが、第１及び第
２配方膜(図示せず)は、アレイ基板３００とカラーフィルタ基板４００の内部に形成され
て、パターン化スペーサー３６０と接触する。 
【００８４】
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　代案として、パターン化されたスペーサー３６０は、第２実施例でのように、レジン物
質で構成された光遮断層２１０が形成されたカラーフィルタ基板４００を含む液晶表示装
置に適用することもできる。
【００８５】
　以下、本発明によるブラックマトリックスが適用されたカラーフィルタとアレイ素子が
同一基板に形成される構造の液晶表示装置を、図面を参照して説明する。
【００８６】
　図６は、本発明の一実施例によるＣＯＴ(color filter on thin film transistor)構造
の液晶表示装置の断面図である。 
　図６に示したように、第１及び第２基板５００、６００が相互に対向して配置されてお
り、両基板５００、６００間に液晶層５５０が介されている構造で、第１基板５００上に
は、ゲート電極５０２、半導体層５０６、ソース電極５０８及びドレイン電極５１０で構
成された薄膜トランジスタＴが形成されている。そして、ソース電極５０８に連結されデ
ータ配線５１２が形成されて、薄膜トランジスタＴを覆う領域には、第１保護層５１４が
形成される。第１保護層５１４の上部には、カラーフィルタ層５１６が形成されて、カラ
ーフィルタ層５１６の上部には、第２保護層５１８が形成される。カラーフィルタ層５１
６は、赤色、緑色、青色のサブカラーフィルタ５１６ａ、５１６ｂ、図示せず)で構成さ
れるが、図面では、緑色のサブカラーフィルタ５１６ｂ領域を中心に、緑色のサブカラー
フィルタ５１６ｂとこれと隣接した赤色のカラーフィルタ５１６ａ領域が一例として示さ
れている。そして、第１保護層５１４、カラーフィルタ層５１６、第２保護層５１８には
、ドレイン電極５１０を一部露出させるドレインコンタクトホール５２０を構成する。第
２保護層５１８の上部には、ドレインコンタクトホール５２０を通じてドレイン電極５１
０に連結される画素電極５２２が形成されている。 
【００８７】
　また他の基板である第２基板６００の内部面には、薄膜トランジスタＴ及びデータ配線
５１２に対応した位置でブラックマトリックスの役割をする光遮断領域ＬＳが定義されて
おり、光遮断領域ＬＳは、第２基板６００の一部領域のみをレーザービームの照射によっ
て黒色に変色させた領域に当たる。光遮断領域ＬＳの形成方法は、図３Ａないし図３Ｄに
おいて説明している。
【００８８】
　光遮断領域ＬＳを含む第２基板６００の内部面には、共通電極６０２が形成されており
、液晶層５５０は、実質的に画素電極５２２と共通電極６０２間に位置する。液晶層５５
０の厚さは、セルギャップＣＧに対応する値を有して、セルギャップＣＧに対応した値を
有して画素電極５２２と共通電極６０２間の光遮断領域ＬＳ及びデータ配線５１２に対応
した位置には、パターン化されたスペーサー５６０が形成される。
【００８９】
　図６で、パターン化されたスペーサー５６０は、赤色のサブカラーフィルタ５１６ａと
緑色のサブカラーフィルタ５１６ｂ間に位置するが、パターン化されたスペーサー５６０
の位置は、光遮断領域ＬＳの位置によって多様に変更される。
【００９０】
　このように、ブラックマトリックスとカラーフィルタが相互に異なる基板に形成される
ＣＯＴ構造でも、本発明によるブラックマトリックス及びその製造方法を適用すると、工
程全体の単純化及び費用節減に効果がある。 
【００９１】
　図面には示してないが、ブラックマトリックスとカラーフィルタを相互に異なる基板に
形成する、または他の構造のＴＯＣ構造にも、本発明によるブラックマトリックス及びそ
の製造方法を適用することができる。 
【００９２】
　しかし、本発明は、実施例に限られるのではなく、本発明の趣旨に反しない限度内で、
多様に変更して実施できる。
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【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】従来による液晶表示装置の分解斜視図である。
【図２Ａ】従来の液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造工程を示した断面図である。
【図２Ｂ】図２Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図２Ｃ】図２Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図２Ｄ】図２Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図２Ｅ】図２Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図２Ｆ】図２Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図２Ｇ】図２Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造工程を示し
た断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｄ】図３Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ａ】本発明の一実施例による液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造工程を示し
た断面図である。
【図４Ｂ】図４Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｄ】図４Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図５】本発明の一実施例による液晶表示装置の概略的な断面図である。
【図６】本発明の一実施例によるＣＯＴ構造の液晶表示装置の断面図である。
【符号の説明】
【００９４】
１０１：基板
１１５ａ：赤色のサブカラーフィルタ
１１５ｂ：緑色のサブカラーフィルタ
１１５ｃ：青色のサブカラーフィルタ
１１５：カラーフィルタ層
１２０：共通電極
ＬＳ：光遮断領域
ＬＴ１：第１光透過領域
ＬＴ２：第２光透過領域
ＬＴ３：第３光透過領域
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